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(0,4) 1) Dibujar todas las componentes de corriente internas que existen en un transistor bipolar polarizado en activa. Poner
las expresiones completas para las corrientes de emisor, base y colector.
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(0,3) 2) Una l&dmina de cobre de espesor b se introduce dentro de las armaduras planas de un condensador de superficie S,
tal como se indica en la figura. ¢ Cual es la capacidad del condensador antes y despues de introducir la ldmina en funcién de
los pardmetros del condensador?
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Antes de introducir 'a lamina metalica la capacidad del condensador es:
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Cuando introducimos la lamina metalica (conductor) estamos descomponiendo el condensador en dos condensadores en serie, uno
con una distancia entre armaduras a y el otro con una distancia d-a-b, de tal forma que la capacidad de la asociacion es:
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con lo que nos queda para la asociacion:




(0,3) 3) Potencial de contacto en una unidn abrupta P-N en circuito abierto.

Si se tiene una unién abrupta P-N en circuito abierto, se genera a través de la unién una corriente de difusion debido a la diferencia de
concentraciones de huecos y electrones que existe entre dos puntos a uno y otro lado de la unién. Al estar en circuito abierto no existe un
circuito cerrado por el que establecer una corriente, por lo que la corriente total tiene que ser nula. Por lo tanto tiene que aparecer una
causa que se oponga a la corriente de difusién y la anule. Esta causa es una diferencia de potencial que aparece en la unién y que genera
un campo electrico que ejerce una fuerza sobre los portadores mayoritarios alejandolos de la unién, es decir, el campo electrico se opone
a la corriente de difusion y la anula. Esta diferencia de potencial se denomina potencial de contacto y su valor se calcula aplicando la
ecuacion de Boltzman para la diferencia de potencial entre dos puntos del material semiconductor situados a ambos lados de la unién:
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(0,5) 4) Circuito de autopolarizacion o polarizacion por emisor. Dibujar el esquematico y explicar cualitativamente como el
circuito se autocompensa frente a cambios en el punto de polarizacion debidos a causas externas.




(0,5) 5) Responde brevemente a las siguientes preguntas:
a) Enun resistor cuya impedancia disminuye al aumentar la frecuencia, ¢cual es el parametro parasito mas importante?

La capacidad parasita

b) ¢ Qué tipos de transistores de efecto campo carecen de tensién umbral?

Los JFET y los MOSFET de deplexién o empobrecidos

c) ¢Cual es la expresion completa de la densidad de corriente total en un semiconductor?
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d) Dibujar el esquema de un circuito recortador con diodos ideales que transmite la parte de la sefial de entrada que es mas positiva
que —4 voltios y mas negativa que 4 voltios.
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